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次世代のトランジスタとして、Siナノワイヤ FETが注目されているが、その特性を理解するためには
Siナノワイヤの電子構造を明らかにする必要がある。前回まで異なる径や方位を持つ Siナノワイヤの
電子構造を第一原理計算によって求めてきた。今回は一軸引っ張り歪みによる Siナノワイヤの電子構
造を明らかにし、バリスティック伝導トランジスタの特性を比較した。厚さ 1 nmの SiO2を絶縁膜と

したゲートオールアラウンド構造を仮定し、1.0 Vのオーバードライブ電圧と 0.5 Vのドレイン電圧を
印加した時のドレイン電流の値を比較した。図 1は[100]、[110]、[111]方位の約 1 nmの直径を持つ Si
ナノワイヤに対する一軸引っ張り歪みとドレイン電流の値の関係を表す。[100]ワイヤの nFETと[111]
ワイヤの pFETは引っ張り歪によるドレイン電流の変化が 2 %以内で小さい。[100]ワイヤの pFETで
はその変化が一番大きく、2 %の引っ張り歪で 23.4 %の電流が増加する。講演では、電子構造やさら
に太いワイヤについても議論を行う予定である。本研究は経済産業省「ナノエレクトロニクス半導体

新素材・新構造デバイス技術開発」の支援を受けた。 
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図1. 歪によるバリスティック伝導SiナノワイヤFETの
ドレイン電流の変化。


